
ICP CVD による SiO:F 膜を用いた低温トップゲート IGZO TFT 

Low temperature top-gate IGZO TFT using SiO:F film by ICP CVD 
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IGZO に代表される酸化物半導体は、アモルファス Si 半導体と比較して、電界効果移動度が 1 桁以

上高く、オフ電流が低いという優れた特徴を持っている 1)。半導体層の成膜にスパッタリングが用いら

れるため、低温ポリシリコン半導体よりも低コストで成膜可能であり、より安価に低消費電力の高精

細度ディスプレイを製造することができる。しかしながら、トップゲート IGZO TFT は、ゲート絶縁

膜成膜時、下地となる IGZO 層へのプラズマダメージ等により、350℃程度のポストアニール処理が必

要となり、フレキシブル基板への応用に課題があった。 

Fig.1 に作製したトップゲート TFT の断面構造を示す。IGZO 膜は、当社製誘導結合プラズマ(ICP)ス

パッタ装置を用い、成膜時の酸素分圧条件の異なる 2層構造とした 2)。また、ゲート絶縁膜には、信頼

性向上の報告があるフッ化膜（ここでは、SiO:F）を用いた 3)。成膜には、当社製 ICP CVD 装置(Gen 6

基板対応)
 4) を使用し、SiF4、O2および H2混合ガスを用い、ガス圧 10Pa、基板温度 200℃、RF パワー

20 kW で成膜した。Fig.2 に、250℃のポストアニール後に得られた伝達特性を示す。しきい値電圧(Vth) 

> 0 で、良好なサブスレッショルドスイング(SS)および電界効果移動度(Mob.)が得られた。SiO:F膜に含

まれるフッ素でパッシベーションされることにより、ゲート絶縁膜成膜時の IGZO のダングリングボ

ンド発生が抑制され、プロセス温度 250℃と低温で良好な特性が得られたと考えられる。 
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Fig.1: Schematic cross-sectional structure of 

 top-gate IGZO TFT using SiO:F film 

Fig.2: Transfer curve of top-gate IGZO TFT using SiO:F film 
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